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概述

LP8841SC 是一款高频 QR 反激驱动 SiC 的恒压控制

器。

重载工作于 QR 模式；随着负载从重载到轻载逐渐减

小，LP8841SC 会进入谷底工作模式。在轻载时，为

了进一步降低开关损耗，LP8841SC 会进入 MPCM 模

式，会加大峰值电流，进一步减小开关频率。在更轻

载或空载时，LP8841SC 工作于打嗝模式。

LP8841SC 具有多重保护功能，包括：VCC 过压保

护，OPP 保护，ZCD 过压保护，ZCD 欠压保护，

Brown in/out 保护，CS 异常过流保护，CS 外置可

编程 OTP 以及内置过温保护。

LP8841SC 采用 SOT23-6L 封装

特点

 高频QR反激恒压控制，外驱SiC
 超宽VCC工作电压范围（16V~90V）

 最大频率130kHz
 抖频功能以实现优异的EMI
 优异的音频特性

 故障自恢复保护

 OPP保护

 ZCD过压保护

 ZCD欠压保护

 Brown in/out保护

 CS异常过流保护

 CS外置可编程OTP
 故障锁死保护

 VCC过压保护

应用

 适配器

 快充电源

典型应用

图 1 LP8841SC 典型应用

方案设计/样品/交货服务 0755-23073210 百硅半导体（深圳）有限公司
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定购信息

定购型号 封装 包装形式 印章

LP8841SC SOT23-6L
编带

3000 颗/盘
LP8841

SCXXXX

印章说明：

第一个 X：用字母代表年份，A：2014 年，B：2015 年，C：2016 年，D：2017 年......按顺序依此类推

第二个 X：用数字或字母代表周数，第 1周：数字 1,2345678 依此类推到第 9周：数字 9。第 10 周开始

用大写字母 A B C......Z,依此类推“Z”代表第 35 周。第 36 周开始用小写字母 abcd......z 依此类推

到本年份的最后一周。

第三个 X 和第四个 X：用两位数字或字母代表内部序号。

版本信息

型号 VCC-OVP OPP ZCD-OVP ZCD-UVP Brown in/out CS-OCP CS-OTP Package

LP8841SC Latch Auto Auto Auto Auto Auto Auto SOT23-6L

方案设计/样品/交货服务 0755-23073210 百硅半导体（深圳）有限公司
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管脚封装

图 2 管脚封装图

管脚描述

管脚名称 描述

GND 基准地

FB 光耦反馈接受脚位

ZCD 多功能脚位：退磁检测，Brown in/out，过压保护以及欠压保护

CS 峰值电流检测

VCC 电源供电脚位

DRV 驱动脚位

极限参数(注 1)
符号 参数 参数范围 单位

VCC 电源脚位 -0.3~96 V
FB，ZCD，CS 探测脚位 -0.3-6.5 V

DRV 驱动脚位 -0.3-30 V
PDMAX 功耗(注 2) 0.3 W

θJA PN结到环境的热阻 240 ℃/W
TA 推荐工作温度 -20 to 85 ℃

TJ 工作结温范围 -40 to 150 ℃

TSTG 储存温度范围 -55 to 150 ℃

ESD (注 3) ﹥2 KV
注 1：最大极限值是指超出该工作范围，芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内，器件功能正常，但并不完全保

证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电

参数规范。对于未给定上下限值的参数，该规范不予保证其精度，但其典型值合理反映了器件性能。

注 2：温度升高最大功耗一定会减小，这也是由 TJMAX, θJA,和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PDMAX = (TJMAX -
TA)/ θJA 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。

注 3：人体模型，100pF 电容通过 1.5KΩ电阻放电。

方案设计/样品/交货服务 0755-23073210 百硅半导体（深圳）有限公司
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电气参数(注4, 5)（ 无特别说明情况下，VCCL=20V，TA=25℃）

符号 描述 说明 最小值 典型值 最大值 单位

电源电压

VCC_ST VCC启动电压 VCC上升 18.5 V

VCC_UVLO VCC欠压保护电压 VCC下降 12.3 V

VCC_LATCHOFF 锁存/逻辑重置电压 6.7 V
IST 启动电流 VCC=VCC_ST-0.5V 5 12 uA

ICC 工作电流
VCC=VCC_ST+0.5V

DRV=open
2.3 mA

ISKIP 待机电流 FB<0.33V 380 uA
RFAULT VCC 的下拉电阻 保护状态下 50 KΩ

反馈控制

VFB（open） FB 开路电压 4.7 V
KFB VFB 到 VCS增益 4.0 -
IFB FB 上拉电流 VFB=0.4V 150 uA

RFB FB 下拉电阻 30 kΩ
TONMAX 最大导通时间 22 us

电流采样

TSSTART 软启动时间 从第 1 个脉冲到 VCS=VILIM1 6.0 ms
VILIM1 限流阈值电压 VCS上升 0.75 V
TLEB1 CS 前沿消隐时间 220 ns

VCSMIN CS 最小电压 200 mV
VREF（delta） MPCM 模式，CS 叠加的电压 VFB=0.8V 200 mV
VREF（entry） MPCM 模式进入阈值 VFB 下降 0.80 V
VREF（exit） MPCM 模式退出阈值 VFB 上升 0.75 V

TREF MPCM 模式转换时间 1.00 ms
轻载/空载控制

FMAX 最大工作频率 130 kHz
FMIN 最小工作频率 25.5 kHz

TDT（MAX） MPCM 模式，增加的死区时间 VFB=0.4V 35 us
VSKIP 进 SKIP 阈值 VFB 下降 0.33 V

VSKIP（HYS） SKIP 迟滞 VFB 上升 0.05 V
退磁检测

VZCD（trig） ZCD 检测阈值电压 VZCD下降 60 mV
VZCD（HYS） ZCD 迟滞 VZCD上升 30 mV

T（tout1）
退磁限制时间

软启动 90 us
T（tout2） 软启动结束后 12 us

驱动

方案设计/样品/交货服务 0755-23073210 百硅半导体（深圳）有限公司
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VDRV DRV 驱动电压 18 V

TR DRV 上升时间 CL=1nF 110 ns
TF DRV 下降时间 CL=1nF 50 ns

抖频

Tjitter 抖频周期 0.25 ms
ΔFsw 抖频比例 ±5 %

VCC过压保护

VCC_OVP VCC 过压保护阈值 92 V

TVCCOVP VCC 过压保护计时 30 us
OPP保护

VFBOPP FB 过功率保护阈值 3.5 V
TFBOPP FB 过功率保护计时 32 ms

ZCD过压保护

VZCDOVP ZCD 脚 OVP 触发阈值 3.3 V

NZCDOVP ZCD 脚 OVP 计数周期 4 cycles
ZCD欠压保护

VZCDUVP ZCD<VZCDUVP触发保护 0.3 V
TZCDUVP ZCD 欠压保护计时 32 ms

TZCDUVPLEB ZCD 欠压保护启机屏蔽时间 16 ms
Brown in/out

IBNO Brown out 电流判断阈值 110 uA
TBNO Brown out 触发计时 32 ms

IBNI Brown in 电流判断阈值 130 uA

NBNI
Brown in，启机 NBNI个周期内

有效
4 cycles

CS异常过流保护

VILIM2 CS 异常过流故障阈值 1.2 V
TLEB2 CS 过流故障检测屏蔽时间 80 ns

NILIM2 CS 过流故障计数周期 4 cycles
CS外置可编程 OTP

VCSOTP CS 脚 OTP 保护阈值 续流阶段 0.90 V
TSHCSOTP CS 脚 OTP 检测屏蔽时间 续流阶段 1.3 us
NCSOTP CS 脚 OTP 保护计时 4 cycles

内置过温保护

TSHDN 过温保护 150 ℃

注 4：典型参数值为 25˚C 下测得的参数标准。

注 5：规格书的最小、最大规范范围由测试保证，典型值由设计、测试或统计分析保证。

方案设计/样品/交货服务 0755-23073210 百硅半导体（深圳）有限公司
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内部结构框图

图 3 LP8841SC 内部框图

方案设计/样品/交货服务 0755-23073210 百硅半导体（深圳）有限公司
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应用信息

LP8841SC 是一款高频 QR 反激驱动 SiC 的恒压控制

器。LP8841SC 具有多重保护功能，包括：VCC 过

压保护，OPP 保护，ZCD 过压保护，ZCD 欠压保

护，Brown in/out 保护，CS 异常过流保护，CS 外

置可编程 OTP 以及内置过温保护。

启动

在芯片开始工作之前，超低启动电流可以帮助增

加启动电阻阻值以达到降低由母线电压流经启动

电阻的电流和待机功耗的目的。系统上电后通过

启动电阻 RST对 VCC的电容进行充电，当 VCC电压

达到芯片的开启阈值 VCC_ST时，芯片开始出脉冲

工作，输出电压上升，之后 VCC 电容持续为芯片

供电直至输出电压建立后由辅助绕组 Na 为芯片

供电。

图 4

谷底导通

LP8841SC 采用多模式恒压控制方式：重载工作于

QR 模式；随着负载从重载到轻载逐渐减小，

LP8841SC 会进入谷底导通工作模式。

在软启动阶段，如果检测不到谷底，芯片会等待 T
（tout1）再开通；当软启动结束之后，如果检测不到

谷底，芯片将等待 T（tout2）再开通。

MPCM模式（最小峰值电流调制）

当FB电压小于VREF（entry）并持续TREF时，LP8841SC
进入 MPCM 模式增大 CS 电压，且快速降低系统

的工作频率。

(V)  0.6-VVV FBCS(MIN)CS 
当进入 MPCM 模式之后，芯片还会调制第六个谷

底之后的死区时间 TDT(MAX)

)us(10 )V(0.887.5T 6
FBDT(MAX)



图 5 MPCM 模式

死区增加，工作频率减小，最小频率为 25.5k，当

芯片工作频率小于 25.5k 之后，死区时间将不会继

续增加，除非进入 skip 模式。

为了让芯片更容易进入 MPCM 模式，在没有进入

MPCM 模式时，死区时间不会增加。

进入 MPCM 模式后，FB 电压又上升且持续 TREF

高于 VREF（exit），则退出 MPCM 模式。如果 FB 进

入 skip 模式或者进入第 5 个谷底导通，则立即退

出 MPCM 模式，不再受 TREF的延时限制。

打嗝模式

当负载继续减小，FB 电压小于 VSKIP 时，系统将

会进入打嗝模式工作，停止开关脉冲；FB 电压高

于 VSKIP+VSKIP（YHS）时，退出打嗝模式，重新出开

关脉冲。当芯片退出打嗝模式时，至少打 3 个脉

冲再重新进入打嗝模式。

图 6 打嗝模式

方案设计/样品/交货服务 0755-23073210 百硅半导体（深圳）有限公司



LP8841SC
高频 QR反激驱动 SiC恒压控制器

LP8841SC_CN_DS_Rev.0.98 www.chip-hope.com SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
Page 8 / 10

抖频方式

LP8841SC 采用图 7 的频率抖频方式，Tjitter 为一个

大抖频周期，频率抖动总幅度是△FSW=±5%，通

过此种抖频方式，能够有效的改善系统 EMI，特

别是改善系统传导。

图 7

故障锁死保护

一些故障会使得芯片进入锁死状态。当芯片检测

到锁死型故障时，VCC 掉电，VCC 电压会在

VCC_UVLO~VCC_ST 之间周期性充放电，直到输入断

掉，VCC 掉电到 VCC_LATCHOFF以下，解除锁存保护。

图 8

故障自恢复保护

一旦某种故障被检测到时，芯片立即停止开关动

作，之后由于芯片无法通过辅助绕组供电而使得

VCC 电压下降。当 VCC 电压下降到关断电压

VCC_UVLO时保护逻辑被复位且芯片工作电流同时

降低至启动电流 IST，之后 VCC 电压再次重新上

升。当 VCC 电压超过开启电压 VCC_ST时再次重新

开关动作。如果故障仍然存在，那么系统将继续

重复以上保护动作；否则系统恢复正常工作。依

靠以上功能，系统可以针对性地开始和停止开关

动作并直至故障消失。

VCC过压保护

当 VCC 的电压超过 VCC_OVP且持续 TVCCOVP，触发

VCC 过压保护。

OPP保护

当 FB 的电压超过 VFBOPP且持续计时 TFBOPP，则触

发 OPP 保护。

ZCD过压保护

当 ZCD 脚检测到的关断平台电压大于 VZCDOVP 且

持续 4 个周期，则判断 ZCD 过压保护(用于实现输

出过压保护)。

ZCD欠压保护

启机 TZCDUVPLEB 后，ZCD 脚检测到的关断电压小

于VZCDUVP且持续 TZCDUVP，则判定 ZCD 欠压保护。

Brown in/out

情况 1：VCC大于启动电压 VCC_ST，母线电压 VBULK

由大变小，相应的进 ZCD 脚电流也在减小，当电

流小于 IBNO 且持续 TBNO 时间后，电流若还小于

IBNO，则判定发生保护。

情况 2：系统上电后对 VCC 电容进行充电当 VCC
电压大于启动电压 VCC_ST，芯片出开关脉冲；此

时检测进 ZCD 脚的电流，在 NBNI个周期内，电流

若小于 IBNI，则判定发生保护。

CS异常过流保护

启机 6 个周期内，只要有 1 个周期在 TLEB2之后大

于 VILIM2，则判定 CS 异常过流保护；启机 6 个周

期后，检测到 VCS电压在 TLEB2之后大于 VILIM2且

持续 4 个周期，则判定 CS 异常过流保护。次级同

步共通或同步短路，都会造成 CS 异常过流保护。

CS可编程 OTP

当环温升高时，NTC 电阻阻值减小，开关关断时，

辅助绕组的关断电压 Va 通过图 9 虚框电路给 CS
充电，抬高 CS 脚位电压（图 10），屏蔽 TSHCSOTP

时间后采样 CS 脚位电压与 VCSOTP比较，若高于设

方案设计/样品/交货服务 0755-23073210 百硅半导体（深圳）有限公司
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定值 VCSOTP 且计数周期大于 NCSOTP，则判定发生

CS 脚 OTP 保护。

图 9

图 10

内置过温保护

芯片内置过温保护，当芯片温度高于 TSHDN时，触

发过温保护。

PCB设计

在设计 LP8841SC PCB 时，需要遵循以下指南：

VCC旁路电容 CVCC：

CVCC需要紧靠芯片 VCC 和 GND 引脚

ZCD 引脚

ZCD 分压电阻需要紧靠芯片 ZCD 引脚

DRV 与外驱 MOS 的 Gate 连线尽量短

FB 引脚

FB 引脚尽量远离变压器原边绕组的动点

功率环路的面积

减小功率环路的面积，如变压器、功率管、母线

电容的环路面积，以及变压器、续流二极管、输

出电容的环路面积，以减小 EMI 辐射

。

方案设计/样品/交货服务 0755-23073210 百硅半导体（深圳）有限公司
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封装信息（SOT23-6L）

SYMBOL
SOT23-6L

MILLIMETERS INCHES
MIN. MAX. MIN. MAX.

A 1.45 0.057
A1 0.00 0.15 0.000 0.006
A2 0.90 1.30 0.035 0.051
b 0.30 0.50 0.012 0.020
c 0.08 0.22 0.003 0.009
D 2.70 3.10 0.106 0.122
E 2.60 3.00 0.102 0.118

E1 1.40 1.80 0.055 0.071
e 0.95 BSC 0.037 BSC

e1 1.90 BSC 0.075 BSC
L 0.30 0.60 0.012 0.024
θ 0o 8 o 0o 8 o

方案设计/样品/交货服务 0755-23073210 百硅半导体（深圳）有限公司




